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ほぼ 1となり､ ドー ピングによって得られる電気伝導度は10Ss/cmに達し､超低温下ま
で金属的伝導性を示すものとなった｡
ポリアセチレンの構造にはシス型とトランス型がある(図1-1)が､シス型ポリアセチ

















































を避けた｡FeC14-ドー プでは約0.04mol/lのFeCl31ニ トロメタン溶液【9】､Clod-ドー プでは






ピングを終了した (図2-1)｡ ドー ピングに要した時間は10分から20分､C10言の場合は
電解質を用いているため伝導度のモニターはできず､試料の表面の色の変化と何度か試し



























試料 厚さ(- ) ドニ7(5.%cmoi#抗率 測定時?欝 冨 抵抗率
FeCl4- A1 0.7 2.3×10-5 2.7×10-5
A2 0.7 2.3×10-5 3.6×10-5
A3 0.7 2.3×10-5 4.7×10-5
Bl 1.5 5.4×10-5 6.9×10-5
B2 1.5 5.4×10-5 1.6×10-4
B3 1.5 5.4×10-5 2.4×10-4













































































































































































































が 10以上になる｡一方で､引用の論文中のヨウ素 ドー プの試料ではこの比が5以下であ

















































くなった｡しかし､試料を ドー ピング装置から取り出す間の Agingは改善が難しい｡特
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図3-4:Aged試料の電気抵抗率の温度依存性 .
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図3-5:Fresh試料の嘩抗率の磁場依存性.
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図4-3b:試料C1
図4-3:試料A2,C1の磁場依存性(印
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